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Zusanunenf as sung 

Elektronisches Bauteil und Verfahren seiner Herstellung 

5 Die Erfindrang betriffC ein elektronisches Bauteil mit einem 
Halbleiterchip (2) . der eine aktive Oberseite (3) urid eme 
passive Ruckseite (4) aufweist:. Der Halbleiterchip (2) wxrd 
von einem gesagten Rand (5) umgeben. Dieser Rand (5) aus 
Halbleitermaterial weist profilgesagte Konturen (6) auf . Die 

10 ■ profilgesSgten Konturen (S) sind von einer einen Kunst- 

atoffrand (7) bildenden Kunststoff masse (8) umgeben, wobei 
die Kunststoffmasse (8) mit den prof ilgesSgten Konturen (6) 
formschKissig in Eingriff steht . Die Erfindung betrifft fer- 
ner ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Bauteils 

15 (X) . ■ , 

[Pigur 1] 
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Beschreibung 

Blektronischee Bauteil mit einem Halbleitef chip 

Pie Erf indung betriff. ein elektroniaches Bauteil mit einen. 
Halbleitercnip, der eine alctive Obersei.e und eine passive 
R^Lclceeite aufweist und- von einem geaagten Rand, umgeben .se. 

Derartige elektronische Bauteile weisen ala Gehause eine- 
Kunststoffmasse auf , die den gesamten Halbleiterchip exn- 
schlieiSlich Bondverbindungen zu einem Systemtrager und texl- 
weise den Sysuemtvage. aelbst umgibt . Sind die elektronischen 
Bauteile far identif izierungskarten, Bankkarten, Buchungskar- 
ten Oder Karten ftir Schliefisysteme vorgesehen, so weisen sie 
anatelle einea Gehauses lediglich ^uf ihrer aktiven Oberaeite 
eine tunverdrahtxmgsfolie auf, welche Kontaktf lachen. die un- 
mittelbax auf dem Halbleiterchip angeordnet eind, Qber Ulnver- 
drahtuhgaleitungen auf . KontaktanschluBf laohen und/oder auf 
A^nkontakte verteilen. In derartigen Fallen bildet der ge- 
sagte Rand f<lr jedes einzelne Halbleiterchip gleichzeitig 
kuch den Rand des elektrpnischen Bauteils . 

Beide Bauprinzipieh f^ elektronische Bauteile mit Halblei- 
terchipa haben Nachteile. In dem einen Pall des von Kunat- 
stoff umh^Ilten Halbleiterchipa iet der Voluraenbedarf des 
elektroniaclien Bauteils mit Kunststoff gehause und SyatemtrS- 
ger enorm groS und kann fCLr miniaturisierte Schaltungsanord- 
nungen nicht eingesetzt werden. In dem anderen Fall, bex dem 
ein gesagter Rand unmittelbar die Aufienkanten dee elektronx- 
schen Bauteils bestimmt, ist das eiektronische Bauteil Au- 
Serst klein i« Volumen, zumal die genannte umverdrahtungsfo- 
lie auSerst diinn ausgefiihrt werden kann, jedoch sind derartx 
ge eiektronische Bauteile empf indlich beim Handhaben, beim 
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Testen bein. Versenden u^d beim Weiterverarbeiten sowie beini 
Hinpassen, 'oeispielsweise in Chipkaxt^. Dabei muss .it eina.- 
lichen Ausschu.s gerechnet warden oder eine besondere Sorgf alt 
beim Handling mufi beachtet werden. In dem einen Fall xst dxe 
. S wirtschaftlichkeit. durch den hohen Ausachuss in Frage ge- 

• stent, in den, anderen Fall ist mit der Sorgfalt beim Hand- 
ling ein zusatzlicher Zeitaufwand verbunden, der jeden Pro- 
zeseschritt verlangaamt und/oder einen zusatzlichen apparati- 
ven Aufwand fur Vorrichtungen zum Greifen, Beatucken und an- 
10 derer Manipulationen erfordert. 

Aufgabe der Erfindung iat es, ein elektronisches Bauteil mit 
einem Halbleiterchip, der eine aktive Oberseite und eine pas- 
(• sive Riickseite aufweist und . von . einem gesagten Rand umgeben 

ist, anzugeben, bei dem der Ausechuss bei gleichzeitiger Ver- 
einfachuns des Handlings der Bauteile veritindert werden kann. 
DarOber hinaus ist es. Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren 
zvir Wstellung eines solchen elektronischen Bauteils anzuge- 

ben. 



15 



20 



Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der unabhangigen An- 
sprdche gelfist. Merkmale vorteilhaf ter AusfOlunrngsf ormen er- 
geben sicli aue den abhangigen Anspruchen . 

:2s .. Gemas der Erfindung weist das elektronische Bauteil einen 

Rand de.« Halbleiterchips aus Halbleitermaterial mit prof ilge 

# eagten Konturen auf und ist von einer einen Kunststof frand 

bildenden Kunststoff masse umgeben, ;iobei die Kunststoff masse 
. . mit den prof ilgesagten Konturen des Randes aus Halbleiterma- 
: 30. terial formoehlttssig in Bingriff steht. 

rBin derartiges elektronisches Bauteil mit einem Halbleiter- 
. .; chip, d^r eine aktive Oberseite und eine passive Ruckseite 



-. ... \ 
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au£».i.t und von el.a™ gs.igten Hand is., ^» 

vo.t.il. da,s der g.^^gte Hand au. „,lblei«r»»..r.al n.c.t 
un„i.telba. ..ein. H«.dUng g.f.hxde.. 1... da ^^^^ 

au£ ainen. ge,ag.an H,lblaitarr«,d ein.. her^6,n»l.ehan Halb 
l,i«r=hipa halt jadoch nicht alien verarbeltunga- be- 
„i.babeding..= Baanapruchun^an «and, so dasa d.a 
tallwaiae «,16,en. daa K.„.B«tc.££rande. bascah. . Der Vo.taxl 
dar vorliagandan Erfindung iat as, dass de. Rand aua Halblea- 
rarmatarl.l p^oEilgesagt. KonWren aufwaist, dia darart ga-. 
.taltat aind, dasa dia Kunatatoffmaasa mtt dan prc.£ilg.aSgten 
Koncuran £o:™a=hlOssig in Eingx-if £ staM und somit aina in- 
eanaivara varbindung tni6 dem gesagtan Halblaicarrand gewShr- 
laiatan tenn. Olalehzaicig kSnrien duroh apa^iall vorgasahana 
Pro£ilkonCuran untarachiadlich. Phaaan an dan Halblaicarohip 
angafo^t: wardan, so das. dia K»ntenat:abillt4t daa Halblai- 
termateriale verbessert wird. 

tn einer bevorzugten AusfOhrungsf orm d«r Erfindung weist der 
KvnstatoffrW einen rechteckformigen Querschnitt auf und xst 
zur aktiven Seite des HalbleitercHips hin um eine spitz zu- 
laufarxde DreieQksf ISche erweitert. Diese spit. =;ulaufende 
Dreiecksflache im Querschnitt des Kunststoffrandes wird durch 
Anphasen dea cberen Randes des Halbleiterchipa erreicht- Da 
im Randbereich der aktiven Oberseite eines jederi Halbleiter- 
ebipa ein breiter Bereich vorgeaehen iat, der ala sageepurbe- 
reich nicht von aktiven Bauelementen der aktiven Oberaexte 
des Ualbleiterchips eingenommen wird, ist ein Anphasen des 
RandbereichB ohne Verlust von HalbleiteroberflAche moglicb. 

in einer weiteren AusfOhrungsform der Erfindung weist der 
Kunststoffrand einen rechteckigen Q^erBChnitt mxt einer ihn 
ztir aktiven Seite des Halbleiterchipa bin verbreitemden zu- 
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..V. P^^Hreckflache auf- In dieser zweiten Ausfuhrungs- 
. for. der Erf indung wird anetelle der Anphaaung de. Halolex- 
.erchips in. Randbereich eine rechteckf 6rmige Einkerbung des 
Randbereichs .orgenonunen.- wodurcb eine Kontur e«tst:ebt, dxe 
S I.-.far™ig das Halbleite^acerial umgib... Diese L-Porm Hann 

Hilfe einer Profilsage beim Aufteilen des Wafers in Halblex- 
terchips gewonnen werden. Der Vorteil dieser L-For^ besteht . 
. in- einer erhohten Formschlussigkeit zwischen Halbleitermate- 

-im wandbereich des Halbleiterchips . 
rial und Kunststof ftnasse xm RanODerexcn 

• in einer weiteren Aus fxihrxmgs form der Ejrfindung wexst der • 

Kunststof f rand einen Querschnitt mit .einer Einkerbung in dxe 
' aktive Oberseite des Halbleiterchips auf. Wahrend die ersten 
beiden Ausf ubrungsf ormen lediglich den Randbereich anphasen; 
■ XS wird in dieser dritten Ausf Obrungsform der Erfindung auf der 
. aktiven Oberseite im Randbereich des Halbleiterchips eine Nut 
Oder Vertiefung ein^ebracht. Mit dem Binbringen einer derar- 
tigen Einkerbung ist der Vorteil verbunden, dass die Porto- 
schliissigkeit zwischen Kunststoffmasse und Halbleiter zusStz- 
20 lich erhoht wird. Eine derartige AusfOhrungsfortn kann vorse- 
' : hen, dass der Kunststof f rand einen U-f6nnigen Querschnitt mit 
unterschiedlichen Schenkellangen aufweist, wobei der kurzere 
Schenkel in eine Nut im Randbereich der aktiven Oberseite des 
Halbleiterchips eingreift und der langere Schenkel eine 
2S Kunststof fauSenkante ftlr das elektronische Bauteil bildet. 
I V Somit entspricht der langere Schenkel des U-f6rnd.gen Quer- 

# ; . schnitts mindestens der Oicke des Halbleiterchips/ wahrend 
der kurzere Schankel die in der prof ilgestgten Kontur des 
Halbleitermaterials des Randes des Halbleiterchips einge. 
30 brachte Nut auffCillt:. 

■ Zur weiteren Verbesserung der Haftung des Kunststof f randes. an 
.. dem profil^esagten Konturen aus Halbleitermaterial des Halb- 
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le^terchioB kann zwischan den, Rand aus Halbleitern^a^erxal und 
der Kunat;coffn.as.e eine Haf tvern-l.tiexschicht angeordnet ^ 
sein Eine derarCige Haf rvermi^tlerschicht bringt zusatzl.cn 
..i^crosKopisc^ f.ine Por^scUl^sse ein. die ein ^^1..^^^ o^r^ 
^fallen der Kuns^.stof fn,asse Von den. prof Hgesagten Rand des 
Halbleitem^terials verhindert , Da.u weist eine Haf t:ver..tt- 
lerschicKt in Wteilbafter Weise eine dend.it ische Strulctur 
auf • Derartige dendritische Strukturen konnen durch galvanx- 
• sche.Abscheidung von Me.alloxiden ala Haf tve^ittlerschicht 
auf dem prof ilges^gten Rand des Halbleitermaterials aufge- 
■bracht sein. 



. . .10 
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in Abhangigkeit von der jeweiligen Anwendung des elektronx- 
schen BauteilB kann. die aktive Oberseite h.^ Halbleiterchips 
in einer weiteren Ausf ahrungsform eine integrierte Schalt^ong 
aufweisen. Derartige integrierte Schaitungen werden durch den 
Kuixstatof fraud vor Beschadigungen geschtttzt, da keine Mikro- 
risee bei. StoSbelastung von dem Halble it errand in den aktiven 
Bereich des Halble iter chips hineinreichen kdnnen. Durch die 
datnpfende Wirkung dee Kunststoff i-andes werden StoSe abgemil- 
>4ert und ein unmittelbarea Abplatzen von Halbleitermaterial, 
■ im Randbereichwird verhindert- Derartig geschutzte Bauteile 
bedarfen bei der Weiterverarbeitung, insbeeondere beira Testen 
und bein. Binbau in Chipkarten keiner beeonderen Sorgfalt im 
Handling. Sie k6nnen vielmehr relativ ziig.ig mit vereinf achten 
Beetackungsautbmaten weiterbearbeitet werden. 

Wird zum ebergahg der auf der aktiven Oberseite des Halblex- 
terchtps befindlicben Kbntaktf lichen auf AuSenkontakte - eine 
Unvveirdrahtungsfolie eingesetzt, so kann in einer weiteren 
AusfOhrungsform der Erfindung in der Umverdrahtungsf olie ein 
. -zentraler Bondkanal angeordnet sein, und die Kontaktf lachen 
der aktiven Oberseite des Bauteils in diesem Bondkanal ange- 
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o.a.et eein. Dex Bond^anal in der Unn^erdrahtungsfolie dient- 
aazu, dase Bondverbindungen von den Kon.a3c.f X^chen auf de. 
. Har.lei.e.c^P Kon.aX.ansClussf l.^hen auf de. ..ve.d.ah- . 
tungsfolie hergestellt warden konnen. Vox einer Wexterver^r- 
•3 . LLg eine. dexax^igen Bau.eils wixd dex Bond.anal ... den 
.. Bonddxah.en ebenfalls .it einex Kunststoff masse vexgossen urn 
■ ■ die Bonddxal^te im Bondkanal . zu sch^ltzen. Ein zentxalex Bond- 
xanal fux .entxal angeoxdnete Kontaktf lachen auf dex aktxven 
- ■-• • : Obexseite dea Halbleitexchipa wixd dann angewandt, wenn das 
. . 10 . Halbleitexchip integxiexte Schaltungexi a^fweist. 

• " Handelt es sich wie in einex weitexen Ausfuhxnngsfoxm der Ex- 
findung bei den aktiven Elementen auf dex Oberseite des Halb- 
# leicerchips urn einen gxoSfiachigen Bextxhxungssensor, so wxxd 

in dex Dnrverdxahtungsfolie Im Randbexeich des Halbleitexchips 
ein BondJcanal vorgesehen, so dass die Qbexwiegende aktlve . 
Obereelte des Halbleiterchips als SensorflSche fxeigehalten 
. bleibt. Auch in dieser Auefiihrungsform der Erfindimg wexden 
die Bonddrahte im seitlich angeordneten Bondkanal mit eiiiex 
Riinststoff masse vergossen. Deshalb ist es in einer weitexen 
Auefahrungsform der Erfindung vorteilhaft, dieses VergieSen 
. mit einer Kunststof fmasse mit dem Vergiefien der profilgesag- 
ten Konturen des Halbleitexmaterials zu verbinden, so dass • 
liur ein Verf ahrensschritt 2ur Aufbringung der Kunststoffmaese 
eowohl in den Bondkanalen als auch in den Randbereichen er- 



■ 15 
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:y . forderlich wird. 



30 



in einer weiteren bevorzugten AuBf^^gsf orm der Erfindung 
weist die Werdrahtungefolie Leiterbahnen auf, die von den 
Kontaktanscblussfiachen der Umverdrahtungsfolie zu AuSenkon- 
takten auf der Utrcverdrahtungsfolie fuhren. Die Aufienkontakte 
kennen dabei grofeflachige AuCenkoncakte sein. um einen Zu- 
griff von aufien auf die Schaltungen des elektronischem Bau- 
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.ei^s zu oew^h.leisC.n. Sie konnen ai,er auch in Form von Kon-. 
;ay;.K6cKe;n ausgebilde, seln, .in der.rtige. ele^ccron.- 
icKes.Bauteil auf .ei.e^lat.en und anderen Verd.a.tungss.b- 
Straten auf zubringen. 

Sin Verfahren .ur Heretellung eines dera.tigen eleK.ronisc..en 
Banteils weist ' f olgende Verf ahrensschritte auf. 

1 Bereitstellen eines Halbleiterwafers mit in Zeilen und 
• . -spalten angeor.dneten Halbleiterchips und dazwischen vor- 
gesehenen S&gespurbereiclxen, 

Aufbringen dea Halbleiterwaf ers auf einen TrSger, 
sagen dee Halbleiterwaf ers entlang der Sagespurbereiche 
tnit einer Prof ilsSge,, 

Auffallen der Prof ilsagespuren mit eine?: Kunststof fma- 



2. 
. 3 .. 

■X5 A.' 



sse. 



Trennen dee Halbleiterwafers Halbleiterchipe entlang 
der Kunststoff masse mittels sagebiattem/ deren Dicke 
icleiner ist als die mit Kunststoff masse auf gefullten sa- 
ges^urbreiten in dem Halbleiterwaf er . 

Dieses verfahren unterscheidet aich von der Aufbringung der 
•• . Kunststoff m^sse gleichzeitig oder in Verbindung mit dem Ver- 

kapseln der Bondkanale darin, dass hier der Kunststoff rand 
25 noch far samtliche Halbleiterchips eines Halbleiterwafers an- 
gebracht und bearbeitet wird. Dieses Verfahren hat den Vor- 
teil, dass es auSer dem Prof ilsageschritt und dem anschlie- 
fienden VergielSen der prof ilgesagten Sftgespuren mit einer 
. Kunststoff masse keine weiteren Schritte zur Herstallung und 
30 Trennvmg von Wafern in Halbleiterchips bendtigt. 

Da^ Binbrlngen der Kunststoff masse in prof ilgesAgte sagespur- 
■ berfeiche eines Halbleiterchips kann bei einem Durchf^ihrungs- 
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J 

. beisoiel des Verfahxens .ittele Spateltechnik erfolgen. Dazu 
wird" die Kunstatof fmasse mittels eines Spatela in die pro.xl- 
. gesagten Sagespurbereiche eingepresst. 

• 5 Bine weitere M6glich3ceit: des Auff^Hens der prof ilgee^gten 
- Bereicbe besteht dar.in, den Halbleiterchip mit seinem Trager 

in eine Kunststof fmasse einzutauchen und unter Abstreif en der 
■ uberfiassigen Kunststof fmaase aus dem Kunststof f bad herauszu- 

. Ziehen: bas hat den Vorteil. dass dieses Verfahren automata- 
.;■ XO siert werden kann und f^r groSe Stuckzahlen von Wafern geeig- 
net ist. 

. . Ein: wei teres Durchfuhrungsbeispi^el des Verfahrens sieht vor. 

dass die Kunststof ftnasse tnittels Presstechnik in die Prof il- 
15 . sagespuren eingebracht wird. Dazu wird ein Kunststof f fleck 

iuf den wafer mit Trager auf gebracht und ein Stempel unter 
- steinpeldruck. sorgt filr ein sehnelles Ausbreiten des Kunst- 
stoffes und. ein Eindringen d«s kunststof £es in die- Prof ilsa- 
, gespuren . 

2d . . , 

V Bei 6inem weiteren DurchfOhrungsbeispiel des verfahrens wird 

die Kunststof ftnasse tnittels Spruhtechnik in die Prof ilsage- 
spuren eingebracht. Bei diesem Verfahren kann die toerschfis- 
Bige Kunststoffmasse von dem Halbleiterwaf er abgeschleudert 
. ■ 25 werden- Nachdetn die Prof ils^gespuren in dieser Weise von . 

Kunststoffmasse gefailt und die Kunststof f mass* einem Harte- 

. prozess oder TetnperprozeS unterworfen wurde, kann durch eine 
endg^ltige Trenntechnik mittels eines dOnnen SAgeblattes der 
wafer, in einzelne Halbleiterchips getrennt werden, die je- 
. . 30 w^ils einen Runptstof f rand aufweisen. Dazu wird in vorteil- 
. . hafter Weise eine sage mit sagebiattem eingesetzt, deren 
,;. Dicke kleiner ist als die mit Kunststoffmasse aufgefilllte sa 
gespurbireite in dem. Halbleiterwaf er. 
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Kin weiteres Ourchf ™s.eispiel des Her3tellung.ver.a.rens 
siehC vor, dass vor dem Trennen des Halblei.erwaf ers xx. Halb- 
leitercUips mi. eine. Kunstatof f rand der Halbleitex^afer mx. 
lextercn p v>*.dpckt wird und eine Unrverdrahtung 

einer umverdrahtungsf olie bedeckt wira una 

durchgef^hrt wird. Dabei warden die Kontaktf l.chen auf d.r 
alceiven Oberseite des .Halbleiterchips ^.er die Umverdrah- 
t:ung«leitungen der utnverdrahtungsfolie tnit: AuBenkontakten auf 
der Umverdrahtungsfblie verbunden. 

Nacb dem Aufbringen einer derartigen Urrwerdrahtungsf olie und 
der Durchf uhrung der Umverdrahtung konnen die Schritte 3 bxs 
5 des obigen verfahrens durchgefOhrt werden. Dabei konnen 
gleichzeitig die Bondkanale, die wShrend der Durchf Ohrung der 
amverdrahfeung of f engelegt sind, ebenf alls mit- Kunststof fmaese 
aufgefcmt werden. Zuir DurchfOhrung der Umv^rdrabtung ist 
nicht erforderlxch, zusatzliche Bondverbindungen tnittels 
Bonddrahten herzustellen, sondem efl k6nneix unmittelbar uber 
den Bondkanaien freigelegte Flachleiter der Umverdrahtungs - 
leiterbahnen mit den Halbleiterkontaktfiachen verbunden wer- 
den. Diese Technik hat den Vorteil, dass der Bondbereich le- 
diglich die Dicke der Umverdrahtungsf olie in Anspruch ninnnt. 
da keine Bonddrahte aus dem Bondkanal herausragen. 



10 



15 



. 20 



25 



30 



in einer weiteren Durchf Ohrungsform der Erfindung werden noch 
vor dem Trennen des Wafers in Halbleite^bauteile als AuSen- 
kontakte L6th6cker auf die Utnverdrahtungsfolie aufgebracht 
Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass nach dem Auftrennen 
des wafers in einzelne Halbleiterchips nicht nur die Halblea- 
tercblps selbst entstanden sind, sondem ber^its ein funktx- 
onsfahiges vollstSndig vollendetes Bauteil fOr einen Binsatz 
in der Flip-Chip-Technologie vorliegt. 
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^13 T.^ge™terial beim Trennen eines Halblei.erwaf ers Kann 
ei. nichtstx^kturierter Halbleite^rwaf er oder eine Keramxk- 
. scheibe Oder auch S.ahlplat.en als Xrager eingese.zt we.den. 
. oer Halbleiterwafe. wird auf diese Tr^ger in einem Dur.chfuh- 
. 5 rn^ngsbeispiel des Verfahrens mit. einen, ther^oplaatischen Kle- 
ber geklebt. Die Erweichungstetnperatur des Thermoplastes 
liegt:. dabei unter der Zersetzungstemperatur der Kunststorf :na- 
■ • see aus einem Duroplaat . so dass beim AbkXeben der Chips vom. 

." Trager der Kunststof f rand der einzelnen Chips nicht besch&- 
•• • xo digt wird. Gleichzeitig mues der Erweichungspunkt des Ther- 
moplastes oder Poymere des Klebstof f a hoch genug liegen, da- 
. ■■ mit -fur den kurzen Augenblick des Einpreesens oder Einbrin- 
. • gens der Kunststof fmasse in die Prof ilsagespuren die gesagten 
, Chips auf detn Substrat sich relativ zueinander nicht ver- 
... 15 schieben. 

; . Bine andere M6glichkeit der Pixierung des Halblelterwafers 
. auf einem Mger besteht durch Anwenden von Vakuumfif fnungen 
ill der Oberseite des Tragere, derartige Vakuutnfif fnungen nrtis- 
.20 .sen jedoch auf die ChipgroSe angepasst ein, so dass nach dem 
Profilsagen des Halbleiterwafers jedea Chip in seiner Positi- 
. on. verbleiben kann. Wird als Kunststoff masse ein Epoxidharz 
. eingeaetizt, so kann dieser bei Raumtemperatur aushftrten und 

vemetzen, so dass er beim Ablosen der Chips von einem TrSger 
. . 25 bei erhShter Temperatur nicht anschmilzt Andere irreversible 
I • : Kunstatoffmassen werden auf der Basis von Silikonen einge- 

set it, Auch hier wird nach dem Aushajrten der Kunststoff masse 
eine Temperaturfestigkeit erreicht, die ein AblSsen des fer- 
tigen elektronischen Bauteils von eineni TrSger. mit dem das 
Bauteil Ckber einen Thermoplast verbunden war, ermdglicbt. oh- 
ne daS.die Kunststoff masse bescbadigt wird. 



30 
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Hit den. erf indungsgemaSen elektronischen Bauteil und dem Ver- 
fahren zur Herstellung dieaeB Bau.eils wird ein ^^'^ ' 
schaffe.. bei.ae. nich. nur ein Geh^use im Be.eich B^^" 
kanals vorgesehen wird, sondern auch die Chiplcancen hxnsxch.- 
. lich eines mechanischen Kantenachutzea entsprechend encapsu- 
liert werden. Damit kann die Sorgf altspf licht beim Handling 
erleichtert werden und die Chipkarten konnen mittels Diapen- 
. sen derart umhullt sein, dass ein Pormschluss zwiscben Encap- 
sulant und Chipkante entsteht . 

. Die srf indung wird nun anhand von Ausfiihrungsformen mit Bezug 
auf die beiliegenden Figuren naher eriaucert. 



Figur 1 



Figur 2. 



20 Figur 3 



Figur 4 



25 



Figur 5 



30. 



Figur 6 



z^igt eine perspektivische Ansicht teilweise im 
Querachnitt einer ersten Ausf uhrungsf orm der Brf in- 
dung* 

zeigt eine perepektivisclie Ansicht teilweise im 
Querschnitt einer zweiten Auefuhrungsform der Br- 
findungt. 

zeigt eine perspektivische Ansicht teilweise im 
Querschnitt einer dritten Ausf^ihrungsf orm der Br- 
findung. 

zeigt eine Prinzipskizze eines auf einem Substrat 
aufgebrabhten Wafers ohne oder mit auf gebrachter 
Untverdrahtungsfolie vor dem Auf sagen in einzelne 
Halbleiterchipbereiche bzw. einzelne elektronische 
Baut^eile . 

zeigt eine Prinzipskizze eines auf einem substrat 
aufgebrachten. Wafers beim Auf sagen mittels Prof il- 
sSge in einzelne Halbleiterehipbereiche bzw. ein- 
zelne elektronische Bauteile. 

zeigt eine Pri'nzipskizze eines auf einem substrat 
aufgebrachten und prof ilgesagten wafers ohne oder 
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Figur 7 



10 



is. 



20 



25 



30 



mic aufgebrachter Umverdrahtungsf olie nach eiaem 
Auff -alien der SSgespuren mit Kunststof fmasse . 
zeigt eine P^inzipskizze eines auf einem Substrat: 
aufgebrachten Wafers ohne oder mit aufgebrachter 
Unn^erdrahtungsfolie,. der mit einem Trennsageblatt 
2u einzelnen Halbleiterchipbereichen mit einem 
Kunststoffrand bzw. zu einzelnen elektronischen 
Bauteilen mit jeweils einem Kunststoffrand aufge- 
trennt ist. 

Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht teilweise im Quer- 
schnitt einer ersten Ausf<ihrungsform der Erfindung. Dabei 
kennzeichnet die Bezugsziffer l ein elektronisches Bauteil, 
die Bezugsziffer 2 einen Halbleiterchip, die Bezugsziffer 3 
eine aktive Oberseite des Halbleiterchips 2 und die Bezugs- 
ziffeir 4 eine passive Rfickseite das Halbleiterchipe 2.- Der 
Rand S des Halbleiterchips 2 weist eine prof ilgesagte Kontur 
6 auf, die von einem Kunststoffrand 7 aus einer Kunststof fma- 
sse 8 'uibgelien ist. 

Die Runststoffmasse B.steUt mit den prof ilgesagten Konturen 6 
formschlussig in Eingriff, da der Kunststoffrand den Halblei- 
terchip 2 im prof ilgesagten Randbereich vollstandig umgibt 
und eine in Richtung auf die aktive Oberseite 3 spitz zulau- 
fende Dreiecksf 14che 9 den ursprunglich rechteckigen Quer- 
achnitt des Kunststof frandes 7 zueatzlicb fflr den fonnfichias- 
sigen Eingriff erweitert. Das duerschnitteprof il des Kunst- 
stoffrandes kann naherungsweise auch als L-formig bezeichnet 
werden, wobei der Querschenkel des L durch die spitz zulau- 
fende Dreiecksf lache 9 dargestellt wird und der tangs schenkel 
durch die rechteckformige Querschnittef lache der Kunststoff ^ 
masse, die gleichzeitig einen AuSenrand fCr das elektronieche 
Bauteil bildet. 
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^stelle des Hal)=leit:erchips Kann in der ^usf^hrun^sforcn nach 
Pigur 1 auch ein Halbleiterchip 1 mit aufgesetz.er Unn^erdrah- 
.ungafolie von den. Kunststoffrand 7 umgeben sein. Eine derar- 
txge uruverdrahtungsfolie erfullt die Aufgabe, von den mxkro- 
skopisch hleinen. d.h. mit Abmessungen i.Mehre.e -Microbe. er- 
Bereich. Kontalctf lichen unmit.elbar auf einem Halbleiterchxp 
auf tnakroskopi3che AuSenlcontaJc.fiachen, die n.it. bloSem Auge 
exkennbar sind, die Mfiglichkeit zu er6ffnen, das elektronx- 
sche Bauteil unmittelbar in einer Chipkarte oder auf exner. 
Leiterplatte zu befestigen und elektrisch zn verbinden. Bxne 
derartige Umverdralitungaf olie ist dann ein. integraler Be- 
standteil des Halbleiterchips 2 und stellt auf deseen aktiver 
pberseite makroskopische AuSenkontaktf lachen zur-Verfugung. 

Pigur 2 zeigt eine perspektivieche Ansicht teilweise im Qu>r- 
=achnitt einei? weiteren AusftorungBform der Erfindxmg. Kompo- 
nent«i mit gleichen Punktionen wie in Pigur 1 sind mit glei- 
chen Bezugszeichen gekennaeichnet , bo dass eine zusatzliche 
Briauterung entfallen kann. Der Unterschied der zweiten Aus- 
f^irungsform der Brfindung zur eraten AusfOhrungsform besteht 
i« vesentlichen darin, daaa anstelle eines Dreieckaprof ilB, 
das aich in Richtung auf die aktive Oberaeite 3 dea Halblei- 
terchips 2 erstreckt, eine zusStzliche Rechteckf ISche 10 f<lr 
den f ormechiassigen Eingrif f der Kunststoffmasse mit den pro- 
filgeaagten Konturen im Halbleitennaterial vorgesehen ist. 

Die zweite Ausf QhrungBf orm nach Pigur 2 lief ert demnach einen 
gestuf ten Obergang vom geaagteix Aufienrand dea Halbleitermate- 
rials zu der aktiven Oberseite dea Halbleiterchips bzw. der 
btoverdrahtungsfolie, die auf der aktiven Oberaeite dea Halb- 
leiterchips 2 angebraeht sein kann, um makroskopiache AuSen- 
anachluSfiachen zu bilden. Bine derartige tJmverdrahtungsfplie 
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ist danxx sinxxvoll auf einem Halbleiterchip 2 aufgebracht. 
wenn da. Halbleiterchip auf seiner alctiveu Oberseite 3 xnte- 
grier.e Schaltungen au£«eist:. Wird. jedoch der Halble.terch.p 
.i. seiner aKtiven Obersei.e 3 als Biosensor oder Bera^gs- 
sensor eingeset^t, so kann die aktive Oberseite des Halblex- 
terchips unmil^telbar die Sensorflache bilden, ohne da.s eine 
Unnrerdrabtungafolie diese bedeckt. In derartigen Fallen wxrd 
jedoch vielfach an einem.der Rander zus^tzlich ein BondJcanal 
im Randbereich des Halbleiterchipa angeordnet, un. sowohl dxe 
• versorgungsspannung an den BerUhrungsaensor anzulegen- ale 
auch die Signalspannung von dem Beruhrungs- oder Biosensor 
abzuf uhren * 

Des weiteren kann eine Umverdrahtungsfolie vorgesehen eein, 
15 wenn der Halbleiterchip auf seiner aktiven Seite wie oben er- 
wahnt integrierte Schaltungen trSgt und in dem Pall ein zen- 
traler Bondkanal in der Umverdrahtungsfolie auf der Halblei- 
. terchipoberfiache of fengelassen wird, uro von in einer zentra- 
■ . len Reihe angeordneten Kontaktf lachen des Halbleiterchips auf 
20 di^ Lexterbahnen der. Umverdrahtungsfolie iiberzugehen . Wenn 
.' . derarti^ Bondkaaaie fAr ein elektronischea Bauteil vorgese- 
'. hen Bind-, dann wird zusStzlich zu der Kunststoffmasse fur den 
Kuiiststoffrand auch eine Kunstetoff masse in den Bondkanalen 
vorzugaweise in einem einzigen Bearbeitungsschritt vorgese- 
25. hen.; 

Figur 3 zeigt eine perspektivische Ansidht teilweise im Quer- 
schnitt einer dritten AusftXhrungsf orm der Erfindung. Koii«)o- 
nenten mit gleichan Punktionen wie in den Figuren 1 und 2 
.3r0 werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet . Im Unter- 

. fichied zu den ersten beiden AusfOhrungsf ormen ist in der 
'■■ ' .dritten Ausfahrungsform der formschlviesige Eingriff zwischen 
.. -profilgesagten Konturen im Halbleitermaterial und der Kunst- 



Datum 20.02.01 18:14 FAXG3 Nr: 363725 von NVS:FAXG3.I0.01 01/008933995599 (Seite 16 von 32) 



FIN 116 P/20 4219 : L 



IS 



10 



stof fmasse welter verbessert durch eine zusatzliche Sinker- 
bung IX im Randbereich der aktiven Oberseite 3 des Halbx^x- 
terchip 2 . 

Die GesamtBtr^kfcur des Kunststof f randes ergibt damit eine U-^ 
Form, mit einem langeren Schenkel IS, der gleichzeitig den 
AuiSenrand fflr das elektroniscbe Bauteil bildet, und einem 
kiirzeren Schenkel r2, der mit seiner Kunststoff masse die Ein- 
kejrbung 11, die in der Ausfuhrungsf orm der Figur 3 als Nut 13 
ausgebildet ist, auf f iillt . Das elektronische Bauteil mit ei- 
. .. ner derartigen Kunststoff masse im Randbereich wird von einer 
KiinstBtoffaufienkante 16 vollstandig umgeben und iat somit ge- 
gen StdSe und andere Kr^fte, die.beim Testen beim Transport 
Oder bei der Verarbeitung auf das elektronische Bauteil ei.n- 
15 wirken, geschdtzt . 

Die Haftung der. Kunststoff masse 8 auf den prof ilgesAgten Kon- 
ttiren 6 aus Halbleiterroaterial kann dwch eine Haftvermitt- 
• lersehicht, die szwlschen dem Halbleitermaterial und der 

20 .Kunststoff masse 8 angeordnet ist, verbessert werden. Eine 
derartige Haf tvermittlerschicht ist nur erforderlich, wenn 
extreme Belasttingen wahrend des Testens, des Transports oder 
der Weiterverarbeitung auf das elektronische Bauteil einwir- 
ken. Eine derartige Haf tvermittlerschicht kann aus zinkoxiden 

25 und/oder Chromoxiden beatehen, die eine dendritische Struktur 
aufweisen. Eine derartige dendritische Struktur ist durch 
galvanische Abscheidung der Zinkoxide und/oder Cliromoxide er- 
reichbar. 

3.0 Figur 4 zeigt eine prinzipskizze eines auf einem Substrat 19 
aufgebrachten HalbleiterWafers 17 ohne oder mit aufgebrachter 
Umverdrahtungsfolie vor dem Auf sSgen in einzelne Halbleiter- 
. chipb^reiche bzw. einzelne elektronische Bauteile. Die ge- 
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T • ^^r, im Be-eich dee Halbleiterwafers 17 deuten 
strichelten Linxen im Berexcn »e 

..n..ige sa.espur.ereiche 18 an, die durcH ^^^.^^ ^^/^fj^^^ 

den HaXblei.erwafer 17 eing^racHt werden. 
reiche 18 aind auf der alctiven Ober.eit:e 3 jeden Halolexter- 
5 chips 2 frei von Bautelementen gehalten. 

. Mit der Profilsage 20 wird die prof ilgesSgte Kontur 6 der Fi- 
" r 3 realisiert. Dazu besteht die Profila^ge 20 aus einer 
Packung von beiapielsweise secha dichtg.pacKten SSgebl^ttem 
XO unterschiedlichen Durchmeasers . Zwei sagebl^tter. dieinage- 
samt eine sagespurbreite b liefem, waisen den groSten Durch- 
• Tnesser auf und zwei dazu benachbarte SageblStter weisen den 
kleinsten Durcbmeaser der S^gebiatter fur die ProfilsSge 20 
auf. SchlieSlich sind auf diese Sagebiatter • aufien nochmals 
15 Sagebiatter mxt leicht vergrfifiertem Durchmeeeer gepackt, wel- 
ciie die Einkerbxmg 11 der dritten Ausfiihrungsform der Erf in- 
. ddng^ die in Pigur 3 gezeigt wird, realisieren sollen. 

Der Halbleiterwafer 17 Weist in Zeilen und Spalten angeordne- 
2Q te Halbleitercbips 2 und die dazwischen vorgesehenen sage- 
spurbereiche 18 auf, so dass die Prof ilsage 20 geradXinig 
iiber den auf einem TrSger 19 auf geklebten Halbleiterwafer 17 
beim S&gen gefWirt: werden kann. 

Figur 5 zeigt eine Prinzipskizze eines auf einem Substrat 
Oder Trager 19 aufgebrachten Halbleiterwafers 17 beim Auf sa- 
. gen mittels ProfilsSge 20 in einzelne Halbleiterchipbereiche 
bzw. einzelne elektronisehe Bauteile. -Je nach verwendungs- 
^weck des Halbleiterchips 2 kann der Halbleiterwafer 17 be- 
30 reits eine Unnrerdrabtungsfolie auf seiner aktiven Oberseite 3 
tragen, die mit dem Halbleiterwafer 17 in Pigur 5 prof ilge- 
sagt wird. Bei dem Profilsftgen, wie es in Figur 5 gezeigt 
Wird, entBtehen Sagespuren im Halbleitermaterial der Breite b 
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^xnd .usatzlich eine prof ilgesSgte Kontur 6, die in diesem 
. . Dur-chfuhrungsbeispiel der Ausfuhrungsf orm der Fig..r 3 ent- 
:. sprichc. Es wird folglich gleichzeitig mit der s^gespurbreite 

. b eine Nut 13 oder Einkerbung il in daB Halblexte^aterxal 
: 5 . bzw. in die Umverdrahtungsf die eingebrachC und die Dicke des 
Raridbereichs der Halbleiterchipe vermindert,, so dass nach 
: . Auffullen der Prof ils^gespuren mit einer Kunetstoff masse ein 
T-fSrmiger Querschnitt entsteht. 

•'•10 Figure zeigt eine Prinzipskizze eines auf einem Substraf 
:•. ■ ■ .Oder Trager 19 auf gebrachten und prof ilgesagten Halbleiterwa- 

■ fers 17 ohne oder n>it auf gebrachter Unwerdrahtungsf olie nach 

. ■ .. einem Auffullen der Prof ils&gespuren 21 mit einer Kunststoff- 

■ masse 8. Die Kunststoffmasse 8 kann mittels Spateltechnik in 
15 die Profilsageepuxen 21 eingebracht sein, oder mittels 

Taucbtechnik kdnnen die Prof ilsSgespuren 21 mit Kunatstof fma- 
aee 8 auf gef Hilt werden. 

: . Sine weitere Mftglichkeit, die Kunste toff masse 8 in die Pro- 
. 20. iilsageepuren 21 einzubringen, besteht darin, die herkommli- 

che Kunststoffpresstechnik einzusetzen. Jedoch ist diese 
. ' . Pressteohnik, die ublicherweise mit eine spitzguaa^orrichtung 
durchgef<ihrt wird. eher geeignet, einzelne Chips rait einem 
Kunststof frand zu umgeben,. ale die Prof ilsAgespuren eines ge- 
25 samten Wafers mit Kuhststoff masse auf zuf alien. 

Eine weitere Moglichkeit des Einbringene der Kunststoffma- 
Bse 8 besteht in .dem Aufbringen mittels Sprflh- oder mittels 
. ; schlpudertechnik. Gleichzeitig mit der Kunststof fmasse 8 in 
die. Prof ilsagespuren 21 kdnnen. Bondkanale einer Utaverdrah- 
tungsfolie, sofem sie dem Wafer angepasst auf dem Wafer an- 
gebracht sind, mit Kunststof fmasse 8 aufgefailt werden. Dazu 
wird noch vor dem Trennen des Halbleiterwaf ers 17 in Halblei- 



30 
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tarchips 2.der Halbleiterwafer 17 mit einer Dnrverdrahtungsf o- 
■ lie bedeekt: und eine Unrverdrahtung durchgef uhxt . Dabei v^erden 
Kontakcfl^chan a^.f der aktiven Oberseite 3 jedes Halblexter- 
chips 2 mit AuSenkontakten uber Werdrahtungaleitungen xn 
5 der um^^erdrahtungsfolie verbuiiden. Die AuiSenkontakte kSrmen 
AuSenkontaktf laclien -Oder AuBenkontakth6cker , die auf der U.- 
verdrabtungsfolie aufgebracht sind, darstellen. 

■ wie in Figur 6 gezeigt. ist die S^gespurbreite b, die mit 
XO. Kunetatoff gef^illt ist, graSer als die sageblattdicke d eines 

einzelnen Sageblattes 22 einer TrennsSge 23. Somit ist ■es 
mSglich. -die Halbleiterchips 2 unter Beibehaltung eines 

■ . Kunststoffrandes bzw. fertige elektroniscbe Bauteile X unter. 
. Beibehaltung eines Kunststof f randes aus dem Halbleiterwafer ■. 

15 17 zu sagen. Zur- Befestigung des Halbleiterwaf ers X7 auf dem 
Trager 19 kaim ein thenrtoplastiscber Runststoff als Kleb- 
stoffschicht: 24 zwischen dem rfrAger 19 und dem Halbleiterwa- 
fer 17 vorgesehen warden. Fiir die Runststoff masse 8, welche 
die Profilaagespuren 21 auf f Gilt, wird hingegen ein Zweikom- 
20 pohe»»t^nhar2 eingeset2:t, der nach Auaharten und Vemetzen des 
Harzes eine habere Zersetzungstemperatur aufweist als die Er- 
. ' . weichungstemperatur der Klebstof f schicht 24. Durch die Ab- 

stimmung der thermischen Eigenschaften zwischen Kunststof fma- 
.. sse 8 und Klebstof f schicht 24 kann gewahrleistet warden, dass 
,^ ' ohne Beschadigung der Kunststof fmaase 8 die elektronischen 

• Bauteile von der Klebstof f schicht 24 durch Brwarmen des Sub- 

• : strats 19 abgenommen werden kSnnen. , 

Pigu^ 7 zeigt eine Prinzipskizze eines auf einem Substrat 
30 Oder Trager. 19 aufgebrachten Halbleiterwafers 17 ohne oder 
. mit aufgebrachter Utaverdrahtungsfolie, der mittels eines 

TrennsagebXattes 22 zu einzelnen Halbleiterchips 2 mit einem 
Runststoff rand 7 bzw. zu einzelnen elektronischen Bauteilen l 
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mit jeweils einerr. Kunstscof fraud 7 aufgetrennt ist . Dxe 
Trennf^age zwischen den Halbleiterchips 2 bzw. den elektronx- 
schen Bau.eilen 1 entspricht der Dicke d de. Trenns^geblattes 
22 aus Figur 6. Da das Trenne^geblatt: 22 lediglich eine sage- 
5 blattdicke d aufweiat, kann es die Kunststof fmasse, die eine 
gr6fiere' Breite b aufweist, untar Zurucklass^ng eines Kunst- 
. stof frandes 7 mittig durchtrennen . Damit wird ein Kunst- 
stoffrand 7 £<ir daa elektronische Bauteil 1 erzeugt, der 
. formschlussig mit der prof ilgesSgten Kontur des- Halbleiter- 
10 chips 2 in Eingriff steht . 
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Bezugszeicheniiste 



5 . 


1 


elektronisches Bauteil 




2 


Halbleiterchip 




3 


aktive Oberaeite 




4 


Ruckseite 




5 


Rand (gesagt) 


10. , 


6 


profilges&gte Konturen 




7 


Kunetstof f rand 




a 


Kunststoff masse 




9 


zusatzliche Dreiecksf lache 




10 


zus^tzliche Rechteckf l^che 


15 


11 


Einkerbung 




12 


kurzerer Schenkel 




13 


Nut 




14 


Randbereich der Obereeite 




15 


langez-er Scbenkel 


20 


16 


Kuns t stof f aufienkant e 




17 


Halbleiterwafer 




18 


Sagespurbereiche . 




19 


TrAger 




20 






21 


Prof ilsagespuren 




22, 


Sageblatt: 




23 


Trennsage 




24 


Klebstoff echicht 




d 


Sageblattdicke 
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. b 


Sagespurbreite 
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PatentaLxispriiche 

1. Blektronisches Bauteil mit einem Halbleiterchip (2) , der 
eine aktive Oberseite (3) und eine passive RGckseite (4) 

\ 5 aufweist und- von einem gesSgten Rand (5) umgeben ist, 

wobei der Rand (5) aus Halbleitermaterial prof ilgesagte 
Konturen (6) aufweiBt und von einer einen Kunststoffrand 

.• (.7) bildende Kunsts toff masse (8) uingeben ist, wobei die 
Kunststoff masse (8) mic den prof ilgesagten Konturen (6). 
10 . formschlilssig in Eingrif f steht . 

2. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

,10 der Kunsts toff rand (7) einen rechteckf ftrtnigen Quer- 

15 - schnitt und zur aktiven Oberseite (3) des Halbleiter- 
chips (2) hin um eine spitz zulauferiden Dreiecksf Iftche 
• (9) erweitert ist. . . 

3. Elektronisches Bauteil nach Jtospruch 2, 
20 • dadurch igrekennzeichnet, dass 

der Kunststoff rand (7) einen rechteckformigen Quer- 
schnitt mit einer ihn zur aktiven Oberseite (3) des 
Halbleiterchips (2) hin verbreitemden zusStzlichen der 
Reehteckflache (10) aufweist. .. 



-.v, .25 



30 

' • ■ 5. 



Elektronisches Bauteil nach Anspruch 2 oder. Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet. , dass 

der Kunststoff rand (7) einen Querschnitt mit einer Bin- 
kerbung (11) in die aktive Oberseite (3) aufweist. 

✓ 

Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An 
sprfilche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
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der Kunststof frand (7) einen U-f6rmigen Querschnitt mit 
unterschiedlichen SchenkellSngen aufweist. -wobei der 
icoirzere Sohenkel (12) in eine Nut (13) im Randbereich 
(14) der aktiven Oberseite (3) des Halbleiterchips (2) 
elngreift und der ISngere Schenkel (15) eine Kunststof- 
fauBenkante (16) bildet. 

;. Elektronieches Bauteil nach Anspruch 5, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
zwischen dem Rand (5) aus Halbleitermatarial und der . 
" Kunststoffmasse (8) eine Haf tvermittlerschicht angeord- 
.net iet - 

.7. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 

15 spr-Qche, 

dadurch gekennzeichnet^ dasa 

die Haf tvermittlerschicht. Zinkoxide tind/oder Chromoxide 
aufweist 



10 



20 8, 



. 25 



Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, 

dadurch g e k e n n z e i c hn e t , daas 

die Haf tvermittlerschicht eine dendritische Struktur 

aufweist. 



J. . Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 

.. spruche^ 

. dadurch gekennzeichnet , dass die aktive 

/ . > Oberseite (3) des Halbleiterchips (2) eine integrierte 

: 30 . Schaltung. aufweist . 

; :; ; lo. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 

;\ sprache, dadurch. g e k e nn z e i c hn e t , dass die 
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akfcive Oberseite (3) des Halble iter chips (2) einen Be- 
rulixungs sensor auf weist . 

12 Elektroniscbes Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 
5 .. spriiche. dadurch gekennzeichnet, d a s s dxe • 
Kontaktflachen in einera Bondkanal im Randbereich des 
Halbleiterchipe (.2) angeordnet sind . 

. • 13. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 

10 spruche, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , d a s s die 

. Kontaktflachen in einem zentralen Bondkanal angeordnet 

• sind . • ' 

^ .14. Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An- 

' ■ X5 spruche, dadurch g e k e nn z e i c hn e t , dass auf 

der aktiven Oberseite (3) des Halbleiterchips (2) eine 
. ..Omverdrahtungs^olie angeordnet ist. deren Leiterbahnen 
• die Kontaktflachen auf dem Halbleiterchip (2) mit AuSen- 
kontakten aiif der Werdrahtungsfolie verbinden- 



20 



15. Verfahren zur Hers te Hung eines elektronischen Bauteils 
(1) mit einem Halbleiterchip (2), der eine aktive Ober- 
seite (3) und eine passive Rflckseite (4) aufweist und 
von einem gesftgten Rand (5) umgeben ist. wobei der Rand 
25 . . <S) aus Halbleitermaterial prof ilgesSgte Konturen <6) . , 
aufweist und von einer eineri Kunststof f rand (7) bildende 
Kunststoff masse (8) umgeben ist., wobei die Kunststof fma- 
sae (8) mit den prpf ilgcsSgten Konturen (S) formschlfis- 
sig in Eingriff steht und das Verfahren folgende Verfah- 
30 r.ensBChritte aufweist : 

' - Bereitstellen eines Halbleiterwafers (17) mit iri 

zeilen iind Spalten angeordneten Halbleiterchips (2) 
und dazwischen vorgesehenen sagespurbereicheii (18) , 
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10. 



Aufbringen des Halbleiterwaf ers (17) auf einen TrS- 

slgel^lls Halbleiterwafers (17) entlang der Sage- 
spurbereiche (18) mit einer Profileage (20) , 
Auf fallen der Prof ilsagespuren (21) mit einer 
Kunststoff masse (8), 

Trermen des Halbleiterwafers (17) zu Halbleifcer- 
chips t2) entlang der Kunststoff masse (8) mittels 
sageblattem (22) , deren Dicke (d) kleiner ist als 
die mit Kunststoffmaase (8) aufgefiillten Sagespur- 
breiten (b). in dem Halbleiterwaf er (17) . 



15 



20- 



. IS. Verfahren nach Anspruch 15, 

dadurch gekennzeiehnet, dass 
- die Kunatstoffmaeee (8) mittels Spatelteclmik in die 
Prof ilsagespuren (21) «ingebracht wird. 

17. Verfsihren nach Anspruch IS, 

dadurch gekennzeiehnet, dass 

die Kunststoffmasse (8) mittels Tauchtechnik in die Pro - 
filsAgespuren. (21) eingebracht wird. 

18.. Yerfahren nach Anspruch . 15, 

dadurch gekennzeic h.n e t , d a s s 

die Kunststoff masse (8) mittels Presstechnik in die Pro- 
. . . .. f ilsagespuren (21) eingebracht wird. 

19. Verfahren nach Anspruch I5v 

dadurch gfe k erin z e i c hne t , dass 
. die Kunststoffmasse (8) mittels Spriihtechnik . in die Pro- 
. ^ filsagespuren (21) eingebracht wird. 



""..as 



30 
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10 



15 



20. yerfahren nach einem der Anspriiche 15 bis 19, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

vo. dem Trennen de3 Halbleiterwaf era (17) in Halbleiter- 
chips (2) mit einem Kunststof f rand (7) , der Halbleiter- 
waf er (17) mit e'iner Umverdrahtungsfolie bedeckt wird 
und eine Umverdrahtung durchgefahrt wird, wobei Kontakt- 
flachen auf der akti^en Obereeite (3) des Halbleiter- 
chips (2) mit AuSenkontakten <iber Umverdrahtunga lei tun- 
gen verbunden werden. 

22. verfahren nacli Anspruch 21, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

als Aultenkontakte L6thocker auf die Umverdrahtungsfolie 
auf gebracht werden 

23. Verfahren nach einem der Anspruche 15 bis 22^ 
dad u^r ch gekennzeichnet, dass 
Kontaktfiachen auf der aktiven Obereeite (3) des Halb- 
leiter chips (2) in einem Bondkanal angeordnet werden - 



20 
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